SP 116 XM - SP 117 XM - SP 118 XM &
SP119X - SP 123 XM - SP 124 XM

Fotodioden-Chips

Positionsempfindliche Si-Fotodioden-Chips in bond- und klebe-
fahiger Ausflihrung. Sie werden in Si-Planartechnologie gefer-
tigt. Die Diodenchips zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit,
geringes Dunkelstromniveau und gute Homogenitat der spek-
tralen Empfindlichkeit aus.

Strukturansichten MaBe in um

Typ Kantenlénge Dicke Aktive Flache?)
x y z A, mm?

SP 116 XM 1660 + 10 2 660 + 10 1.74

SP 117 XM 2460 + 10 2 460 4+ 10 1,04

SP 118 XM 29 960 + 10 4 960 + 10 260 + 40 138,2

SP 119 X 10 360 + 10 10 360 + 10 100

SP 123 XM 1460 + 10 1460 + 10 0,283

SP 124 XM 3460 + 10 3 460 £+ 10 3.14

) bei mehrelementigen Chips die Fléche eines Teilelementes
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Grenzwerte

Sperrgleichspannung Ugp
Verlustleistung

je Fotodiodenchip Peot
Sperrschichttemperatur 9

Kennwerte (8, =25°C; Ug = 20V)

Spektraler A
Empfindlichkeitsbereich

Sy, = 10%

R <100Q; A10’5 < 10 nm

Wellenléinge der
max. Empfindlichkeit
RL < 100 Q0; Alo's < 10 nm

3'II'ICR

Spektrale Empfindlichkeit S5
R <100Q; 1 =633 nm;
Al 0.5 s 10 nm

Dunkelsperrstrom
RL <100Q;: E=0Ix

Anstiegs- und Abfallzeit
RL =50Q; 1 = 850 nm;
Args = 10nm
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SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

125 °C
150 mW

340 ...1000
340...1000
400 ...1100
400...1100
340...1000
340...1000

700 + 20
700 + 20
900 + 50
900 + 50
700 + 20
700 + 20

typ 0.3
typ 0,3
typ 0.4
typ 03
typ 0.3
typ 0,3

typ 0,1
typ 0,1
typ 200
typ 200
typ 0,1
typ 0.3

typ 40
typ 40
typ 60
typ 5
typ 40
typ 40

Laterale Inhomogenitat AS (L)
der Empfindlichkeit AS (0)
RL < 100 ; Normallichtart A;
lp S100mA
Statisches Obersprechen lo2
Segment 2 5

pl
RL <100 Q; A== 633 nm;

Ak g5S 10nm; 154 S 100 pA;
Ec =0
Pos. Linearitdtsabweichung?) Lo

Ry < 1kQ; Bestrahlte Fléche
@ 0,5 mm

Lateralwiderstand Rg
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SP 116 XM

SP 117 XM

SP 118 XM

SP119X

SP 123 XM

SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 123 XM
SP 124 XM

SP 118 XM
SP 119 X

SP 118 XM
SP119 X

s 5
Fléche & 50 um
= 5
Fléche & 50 um
s 5)9
Fléche J 500 pm
= 59
Flache (J 500 um
= 5
Fléche J 50 um
£ 5
Fléche J 50 pm
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1) bei einer in der Mitte bestrahliten Fldche mit stwa @ 5 mm
?) innerhalb eines Fl&chenbereiches von 80 %, der duBeren Chipabmessun-

gen (1% = 100 um)

3) fiir eine Strahlung mit 2
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S 950 nm (Priifung mit Normlichtart A mit




